FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Silizium-HF-Leistungstransistor

in Epitaxie-Planar-Technologie

KT 922

UdSSR TGL 35408
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. max. ® HF-Leistungstransistoren im Metall-
i Keramik-Stripline-Gehduse
KOHEktor/BasfS'Spannung] , UT(BO [://] 22 ® Treiber- und Endstufentransistor in
:(lf;iei“;(r)/oE;;mer'Sp‘mmmg Ucrr M - FM-Sendern im Frequenzbereich von
Kollektor/Emitter-Spannung’ Ucro [vij 30 50 bis 300 MH? bei 28 V Be'trlebs.span-
Emitter/Basis-Spannung Utso % 4 nung. In {1] wird darauf hingewiesen,
Kollektorstrom'(-spitzenstrom)' ? Ie(env)  [A] da auch A-, AB- und B-Betrieb mog-
lich ist.
KT922 A 0.8(1,5 @ Transistoren durch integrierte Emit-
KT922B.T L5(4.5  terwiderstinde stabilisiert und fehlan-
G werlustleistung® KT922B. 1 P w 3.09.0) passungssicher
(;S:arzovfcr)us eistung 1o (W] o Transistorelektroden sind vom Ge-
¢ KT 922 A 3 hiuse isoliert
KT922B,T 20
KT 9228, 1 40 Kapazitiat der Anschliisse
Sperrschichttemperatur 9, [°’C] —45 160
Kurzzeichen typ.
1 im Betriebstemperaturbereich 2 tp=20us; T/ty = 50 3 dynamisch
Emitter/Gehduse Cz  [pF] 1,9
Thermische Kennwerte Kollektor/Ge-  Cxg  [PF] 1.5
hiuse
Parameter Typ Kurzzeichen min. max. Basis/Gehiduse  Cge [pF] 1,0
Gehiusetemperatur B [°C] ~45 85
Wirmewiderstand Rupje  [K/W] PRy s
KT922 A s Induktivitit der Anschliisse
KT922B,T 6 .
KT922B. 11 3 Kurzzeichen typ.
Emitter Le [nH} 1,2
Dynamische Kennwerte Kollektor Ly [nH] 24
Basis Ly [nH] 2,5
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. typ. max.
Transitfrequenz fr  [MHz] MaBbild
(f=100MHz; U =10V)
(Ie =0,4 A) KT922 A 300 750
(I¢ =1,5A) KT922B,T 300 650
Ic=304) KT922B 300 550 P28 o o
Ic=30A) KT 9221 250 500 ; B o Si,
Leistungsverstiarkung! Vie [dB] N hc <
(P = SW) KT922 A 10 13 = = N 2
(P = 20 W) KT9225 7,5 10 ' A oy
(o = 40W) KT 922 B 6,0 73 o7 15! ﬁ
(Po = 17TW) KT922T 4.7 8.3 M
(Po = 35W) KT 922 11 55 6.4
Ausgangsleistung’ Pout (W]
(Pm — 0‘5 W) KT922A 5 7 Bild 1/2 MaBbild und AnschluBbele-
(P, = 3.6 W) KT922b 20 25 gung
Pp=10W) KT922B 40 45
(P =3.6W) KT922T 17 18 Einbauhinweise
(P,=10W) KT922 11 35 36
Riickwirkungszeitkonstante? hap N . ] .
(Ue =10V) Pl ® Anschliisse diirfen bis auf eine Min-
(Ip = 40 mA) KT 922 A 3 20 destlinge von 4 mm gekiirzt werden
(I = 150 mA) KT922B,T 12 20 ® Das Kiirzen muB3 ohne Krafteinwir-
(Iz = 300 mA) KT922B. 11 12 25 kung auf die Gehdusedurchfithrungen
Kollektor/Basis-Kapazitit® Ceno  [PFI der AnschluBfahnen erfolgen
(Ueg=10V) ® Lotstellenabstand zum  Gehiuse
KT922A 8 15 mindestens 3 mm (Wirme mdglichst
KT922B.T 20 35 .
abfiihren!)
KT922B. 11 50 65 e . . N
Emitter/Basis-Kapazitat® Ciso IpF) ® Lotzeit maximal 6 s bei 270 °C
Ugg=0)
KT922 A 75 Literatur
KT922B, T 200
KT922B, [ 500 [1] Halbleiterdatenbuch -  Transistoren,
Teil 4, S.1691f., Berlin 1987
1 C-Betrieb bei Uy =28V f=175MHz und 8. = 40°C 2 f=5MHz [2] Transistors, Part 4, S.67ff. Elorg. Moscow
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Statische Kennwerte! Kennlinien
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. typ. max.
Kollektor/Emitter-Reststrom Tcer [mA]
(Ucg=65V; Rge = 100Q) KT 922 A 0,03 5(10)?
KT922B,T 0,1 20 (40)°
KT922B, I 0,25 40 (80)? 800
Emitter/Basis-Reststrom IeBo [mA] fr "‘4 Up =10V
(Ugg=4V) KT 922 A 0,05(0,1)2 0,512 M [ fCE_ - o)
KT922B, T 01 (02> 3¢y 600 Ne ¢ oomie
KT922B, 11 0,5 (1)? 6 (12  spp AN 5
Gleichstromverstiarkung hye 400 \ b N
Uee=5V) T NN
(Ic = 100 mA) KT922 A 50 300 2R
(Ic = 250 mA) KT922B,T 50 200 AN
(Ic = 500 mA) KT922B,]1 50 100
Kollektor/Emitter-Séttigungs- Ucgsa V]
spannung 0 12 3 4 § €6 L[AlS
(Ic¢ = 100 mA; Iz =20 mA) KT922 A 0,3 ) . .
(Ic = 250 mA; I = 50 mA) KT922B,T 0,35 Bild 3: Transitfrequenzen der einzelnen
(I¢ = 500 mA; I = 100 mA) KT922B, 1 0.4 Typen als Funktion des Kollektorstroms
’ ’ bei Uge =10V und f = 100 MHz
1 8.=25°C £ 10K, sofern nicht anders angegeben 2 8.=85°C
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Bild 4: Abhangigkeit des Basisstroms
von der Basis/Emitter-Spannung

Bild 5: Emitter/Basis-Kapazitat als Funk-
tion der Emitter/Basis-Spannung
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Bild 7:  Ausgangskennlinienfeld des Bild 8: Ausgangskennlinienfeld der Ty-
Transistors KT 922 A pen KT 922 b und KT 922 T
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Bild 10: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT 922 A

Bild 11: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT 922 b und
KT 922T
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Bild 6: Koliektor/Basis-Kapazitat als
Funktion der Kollektor/Basis-Spannung
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Bild 9: Ausgangskennlinienfeld der Ty-
pen KT 922 B und KT 922 A

Pt /}mzlz B ]ﬂ R
W Une-28Y KT922 B
40 P 175 MHz i
i KT 9224,

Pout =F{Pin) ! /
/ / /! |

30 ]

/T

7

|
L1
0 1 2 3 4 & 6 7 8P

Bild 12: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT 922 B und
KT922 A -sch
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